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Gambar 4.5  

 

Besar transmitansi terhadap sudut datang elektron (θ) pada 

energi datang elektron E= 1 eV dan lebar 

penghalangpotensial 1 nm. 
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Gambar 4.6  Besar waktu terobosan (τ) elektron terhadap sudut datang 

elektron (θ) pada energi datang elektron E= 1 eV dan lebar 

penghalang potensial 1 nm. 
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